
UKD 621 .382 

N O R M A BRANŻOWA BN-83 

ELEMENTY 
Elementy półprzewodnikowe 3375-23/01 

PÓŁPRZEWODNIKOWE Tyrystory 
typu BTP 128 

. 
BTP 129 I 

l . . Przedmiot normy. 'Przedmiotem normy są krzemowe 

monolitycznie zintegrowane z dioLią prostl)wniczą tyrystory 

mocy typu BTP 128 i BTP 129, wykonane techniką obu-

stronnej dyfuzji na jednej płytce półprzewodnikowej, w obu

d owie plastykowej, do zastosowań powszechnego użytku o

raz w urządzeniach wymagających z astosowania elementów 
• 

o wysokiej i bardzo wysokiej jakości. 

Ty rystory przeznaczone są do pracy w układach odchy

lania poziomego w odbiornikach telewizji kolorowej i czar

no- biale j, a zwlaszcza BTP 128 jako prz"!lączniki komuta-

cyjne do ustalania prądu odchylania podczas okresu powro-

tu plam ki na ekrallle lampy kineskopowej, a BTP 129 jako 

przelącznik> bipolarne do uSlalania prądu odchylania po

ziomego podczas okresu wybierania p lamki. 

Kategoria klimatyczna - wg PN-73/E-04550/00 dla ty

rystorów: 

- standardowej jakości ( poziom jakości l ) - 40 / 085 /04 , 

- wysokiej jakości ( poziom jakości lU) - 40 / 085/21, 

- bardzo wysokiej jakości ( poziom jakoś-

ci IV) - 40/085/56. 

• 

Grupa katalogowa 1923 

2. Przykład oznaczenia tyrystorów 

a) standardowej j akości: 

T YRYSTOR BTP 129-750 BN-83 /3375-23 / 01 

b) wysokiej jakości : 

TYR YSTOR BT P 129-750 /3 BN-83/3375-23/01 

c) bardzo wysokiej jakośc i: 

TYRYSTOR BTP 129-750 / 4 BN-83/ 3375-23/01 

3. Cec howanie tyrystorów powinno zawierać następu-

jące dane: 

a) nazwę producenta , 

b) oznaczenie ty pu ( podtypu) , 

c) oznakowanie dodatkowe dla tyrystorów wysokiej i 

bardzo wysokiej jakości. 

Tyrystory wysokiej jakości powinny być znakowane cy

frą 3, a tyrystory bardzo wysokiej jakości cyfrą 4 umiesz-

czoną po oznaczeniu typu . 

Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii Konstrukcji Maszyn 

dnia 29 grudnia 1983 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1986 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 11/1985 poz. 21) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1965. Druk. Wyd. Norm. W-w • . Ark . wyd. 1.50 Nakl. 2700·55 Zam. 3242/65 Cena zl 30.00 



. ) BN-83/3375-23/0 1 

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzeń tyrystora - wg 

rys. litabl. 1. 

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta: CE-30. 
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Rys. 1 

Tablica l 

Symbol Wymiary, mm Symbol Wymiary, mm 
wymiaru wymia-

min max ru min max 

A 4,06 4,83 e/l 4,57 5,59 

b 0,64 0,89 F nom 1,27 

b1 
1,22 1,40 H1 5,97 6,73 

C 0,38 0,43 11 2,16 2,92 

D 14,61 15 ,88 L 12,7 -

E 10,03 10 ,41 L 1) 
1 7,62 8,89 

El 9,20 9,40 (ZlP 3,58 3,63 

E2 7,62 8,13 Z 1,02 1,52 

e 2) 2,03 3,05 a 2,54 3,05 

1) Minimalny obszar podlegający lutowaniu. 

2) Pomiar wykonać w odległości 5 _ 6 mm od obudowy. 

5. Badania w grupie A I B, C i D - wg BN-83/3375-23/00 

p. 5.1. 

6. Wymagania szczegółowe do badań grupy A, B, C i D 

al badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiarów 

A , b,b
1
,e,c,E wg rys. l i tab1. l, 

b l badania podgrupy A 2, A3, A4 i C2 - wg tabl. 2, 

cl badania grupy B, C i D - wg tabl. 3, 

dl parametry elektryczne, sprawdzane w czasie i po 

badaniach, grupy B, C i D - wg tabl. 4. 

7. pozostałe postanowienia - wg BN-83/ 3375-23/ 00 . 
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Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupY A2, A3, A4 i C2 

Pod- Rodzaj Kontro- Metoda Warunki Jed-
Wartości graniczne 

grupa badania lo'Vany pomiaru pomiaru nost 
BTP128-400 BTP128-S50 BTP129-650 BTP129-750 

badań para- wg ka 
metr 

min min max max min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A2 sprawdze- ID PN-83/ U DRM = - 300 - - "- - - -
nie pod- E-820S0/03 = 400 V 
stawowycł p. 3.5 IG = O 
parame- UDRM = 
trówelek- - - - 300 - - - -
trycznych = 550 V 

p.A 

U = 
DRM - - - - - 300 - -

t amb = = 6S0 V 
o 

: 25 C 
UDRM = - - - - - - - 300 
= 750 V 

IGT
2

) 
PN-83/ UD: 12 V, R L = mA 5 45 5 45 2,5 40 2,5 40 
E-82050/03 
p. 3.8 : 30Q1) 

UGTl) o V - 4 - 4 - 4 - 4 
tamb 25 C 

UT 2-) PN-83/ IT : 30 A, 
E-82050/03 

IG = 0,2 A p. 3.4 V - 3 - 3 - 3 - 3 
t p "" 0,3 ms 

o 
tamb=25 C 

A3, sprawdze- tą rys. 2 
UD = UDRM , C2 nie drugo-

rzędnych 
U

RG
=2,5V 

parame-
trówelek- du 
trycznych "- : 400 V/ p.s p.s - 4,2 - 4,2 - - - -d t 

In; 12 A, 

czas pomiaru 2 s 

o 
t case = 85 C 

UD = U
DRM

, 

U
RG

: 20 V 

du 
= 175 V I jJ.S 2,4 2,4 ~ p.s - - - - - -

dt 

ITM = 7 A, 

czas pomiaru 2 s 

t - 85°C case-

U
F

2) PN-79/ 
I F = 10 A V 2 2 1,7 1,7 T~61504/7l - ." - -

A4 sprawdze- ID PN-83/ UDRM = 1,5 nie para- E-82050/03 - - - - - - -
metrów p. 8.5 = 400 V 

elektrycz-
U DRM nych = 1,5 - - - - - - -

tamb = = 550 V mA 
IG = O 

= t case = U DRM = 
o - - - - - 1,5 - -

= 85 C (po. = 650 V 
ziom ja-
kości Ul U DRM = 

1,5 i IV - - - - - - -
= 750 V 

1) RL - rezystor w obwodzie anody ~ , 

2) Pomiar metodą impulsową t p ";300 p.s, IJ "" 2%. 
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Tablica 3. Wymagania szczegółowe do badań grupY B, C i D 

Lp. 
Podgrupa Rodzaj badania Wymagania szczegółowe 
badań 

1 Bl, CI sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej wy- próba Ub; metoda 2; 5 N; 
prowadzeń 3 cykle; próba U al; 10 N 

2 B3, C9 sprawdzenie wytrzymałości na spadki swo- położenie tyrystora w czasie spadania: wy-
bodne prowadzeniami do góry 

3 B4 sprawdzenie wytrzymałości na udary wielo- mocowanie za obudowę 
krotne 

4 B6, C6 śprawdzenie odporności na narażenia elek- UD = UDRM , U
RRM 

= O, 
tryczne 

tamb = 850C 

5 C2 sprawdzenie odporności na suche gorąco 
o 

t4mb'~ 85 C 
, o 

sprawdzenie odporności na zimno tamb = -40 C 

6 C3 sprawdzenie milsy wyrobu 2 g 

7 C4 sprawdzenie wytrzymałości na przyspiesze- kierunek probierczy: obydwa kierunki wzdłu" 
nie stale osi wyprowadzeń, mocowanie za obudowę 

sprawdzenie wytrzymałości na udary wielo- mocowanie za obudowę 
krotne 

sprawdzenie wytrzymalości na wibracje o mocowanie za obudowę 
stałej częstotliwości 

8 C5 sprawdzenie wytrzymałości na ciepło luto-
o 

temperatura kąpieli 260 C 
wania 

9 C7 (poziom IV) sprawdzen-;e wytrzymałości na zimno tatg = _40
0

C 

10 C8 (poziom 1II sprawdzenia wytrzymałości na suche gorąco t stg = l55°C 
i IV jakości) 

11 ClO sprawdzenie wymiarów wg rys. 1 i tab1. 1 

12 Dl (poziom III sprawdzenie odporności na niskie ciśnienie temperatura narażenia 25
0

C 
i IV) atmosferyczne 

13 D2 sprawdzenie wytrzyma10ści na rozpuszczal- aceton; sprawdzane wymiary jak w Al; 
niki masa 2 g 

14 D4 sprawdzenie wytrzymałości na pleśń brak porostu pleśni po badaniu 

15 D5 Sprawdzenie wytrzymałości na mgłę solną położenie tranzystora dowolne 

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdiane w czasie i po badaniach'grupy B, C i D 

Jed-
Wartości graniczne 

pznaczenie Metoda Warunki Podgrupa 
Lp. literowe pomiaru pomiaru badań 

nost- BTP128-400 DTP128-550 BTP129-650 BTP129-750 

parametru ka wg 
min max min max min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

l ID PN-83/ UD =, UDRM Dl, D3, D4, 
~-8209J/Q: 

la= O 
D5, CI, C2, - 300 - 300 - 300 - 300 

p. 3.5 C4,C5,C7, 
C9, Dl pA 

e6, D6, C8 - 600 - 600 - 600 - 600 

C2 1) - 1500 - 1500 - 1500 - 1500 
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cd. tabI. 4 

Oznacze- Metoda Warunki Podgrupa Jed-
Wartości graniczne 

Lp. 
nie litero. pomiaru pomiaru badań nost- BTPI28-400 BTP128-550 BTP129-6S0 BTP129-750 we pa- ka wg 
rametru min 111aX min max min nlax min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 l Z) IPN- 83/ UD = 12 V Bl, B3, B4, BS mA - 45 - 45 - 40 - 40 GT 
!E-B209)/Q R = 30n 

3 U
GT 

2) lP. 3.8 L o CI, C2, C4, 
4 4 t amb = 25 C 

C5, C7, e9, 
V - - - 4 - 4 Dl 

4 l GT 7.) e6, B6, e8 mA 4 50 4 50 2 45 2 45 

5 U
GT

2) V - 5 - 5 - 5 - 5 

6 U 7.) PN-79/ l
F 

z 10 A C2 V - 2,3 - 2,3 - 2,0 - 2,0 F 
:.QJ.504/7l 

l)W czailie badania. 

2)Pomiar impulsowy tp~0,3ms, d ~ 2%. 

KONIE e 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Naukowo- Produkcyj

ne Centrum Półprzewodników, Warszawa. 

BN -83 / 3375-23/ 00 Elementy półprzewodnikowe. Tyrystory 

mocy układów odchylenia poziomego. Wymagania i ba

dania 
2. Normy związane 

PN-73/ E-04SS0/ 00 Wyroby elektrotechniczne. Próby śro-

dowiskowe. Postanowienia ogólne 

PN~83/E-82050/ 03 Półprzewodnikowe przyrządy 

Badania elektryczne 

mocy. 

PN- 79 /T -01504/71 Diody. Pomiar napięcia przewodzenia 

3. Symbol wg KTM 

BTP 128-400 1156421201000, 

BTP 128-550 1156421201012, 

BTP 129-650 1156421202000, 

BTP 129-750 1156421202013. 

UF metodą impulsową 4. Wartości dopuszczalne - wg tabI. 1-1. 

Tablica l-l Wartości dopuszczalne 

Jednost-
Wartości dopuszczalne 

Lp. Oznaczenie 
Nazwa parametru ka parametru B 1Pl. 28..400 iB TP128.550 B 1Pl.29-6S0 

1 2 3 4 5 6 7 

1 U
DSM 

1) niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania V 450 650 700 

2 UDRM') powtarzalne szczytowe napi~cie blokowania V 400 550 650 

3 U
RRM

1) powtarzalne szczytowe napięcie wsteczne V 4 4 4 , 
4 10 2) średni kąt wyprostowany (diody) A 3 3 3 

5 l F(RMS )2) skuteczny prąd przewodzenia (diody) A 4,5 4 , 5 4,5 

6 1 T(AV/) średni prąd przewodzenia A 5 5 5 

7 l T (RMS)2.) skuteczny prąd przewodzenia A 8 8 8 

8 l 1 3) niepowtarzalny szczytowy prąd przewodzenia TSM' FSM 
tyrystora i diody A 70 70 70 

BTP129 
-750 

8 

800 

750 

4 

3 

4,5 

5 

8 

70 

--
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cd. tabl. l-l 

OznaczerlJe 
Wartości dopuszczalne 

Lp . 
parametru 

Nazwa parametru 

l 2 3 

9 <liT I d t krytyc zna stromość narastania prądu prLewo-
dzenia przy U D = UDRM , I G =50mA, t r = 

=O, l/1s 

10 Ji2 dt parametr przeciążeniowy t; = - 40.; +8SoC , 

t = l .; 10 ms 

11 PGM
4

) s traty mocy w bramce 

12 t case temperatura obudowy 

13 t stg temperatura pr zechowywania 

1) ° t case = 85 c. 
2) ° o 

f= 50 Hz, tcase = .. 60 C, e = 180 . 

3) f = 50 Hz, t case = +85°C. 

4) t= 10 J.ls, maksymalne napi~cie bramka-katoda: U RG =-10V. 

5. Dane charakterystyczne - wg rys. l-l 1-11 i tabl. 1-2. 

f 0% ---------
I 

I I 

d/F/dl- -10A!J. 5 

I I 
fOOr.L ------ ----r-

I 3jJs l.. - .1. 

b) 

2l~ 
!:IJ!-} 

111 V 

O,t/p F 

• 

7,5kfl ,2W 

O/AK 
D320l0 ReA 

1N3194 
RCA 

IkS>. 

Jednost-
ka 

4 

A / lJ.s 

A' s 

W 

Oc 
- Oc 

t 

DZ601N 
RCIi 

2 

B TP12&400 BTPl2~550 

5 

200 

30 

25 

- 40"+85 

-40~+155 

Podstawa 
ClaSU 

6 

200 

30 

25 

-40~+85 

-40~+155 

Ox losiop 

IBN - 83/3375 -23/01-B] 

Rys. l-l. Zasada pomiaru czasu ustalania charakterystyki wstecznej diody 

BTPl29-650 

7 

200 

30 

25 

-40~ + 85 

-40,+155 

BTPl29-
-750 

8 

200 

30 

25 

40~,85 

-40~+15= 

a) oscylogram przebiegu charakterystyki, b) schemat układu pomiarowego (do pomiaru należy użyć oscyloskop o oporności 
wejściowej 50n i czasie narastania t r ~10 ns) 
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~ 

~ - 45ns 

1ms 

[SN -Sl/3m -23/01-HI 

_ Rys. 1-2. Zasada pomiaru szczytowego napięcia przewodzenia UFM diody ( do pomiaru należy użyć oscyloskop o czasie na
rastania t .. ~ 10 ns l 

du/dt-!OOO/).iś I "r-du/dt-q]()V/)Js 
~ ~~ __ ~~ __ ........ ~~ua~~N~_ 

du/dt-400VUu~ 

aj / 

I .. I I • tą 
lrfl =12A I I I I 
b) I 

I I 
I 

/ 
I 
I 

!. 

.. t 

~~~~--~ .... ____ ................ ____ ~~ __ ~4L ___ t 

ej 

łSN -831m3 -23!1>1-l-J1 

Rys. 1-3. Oscylogram czasu wyłączania tą tyrystorów BTP 128 
, 

al oscylogram napięcia tyrystora , bl oscylogram prądu tyrystora, cl oscylogram napięcia bramki' 

(7 
(A 
30 

) I 

I 
V 

/) a 
J.? II 

~~ _____________ ~~~~J-________ ~t ~ 

L.oI ._----=2:.=5:L:.jJ:::s----4 ... ~1 l. : l, (/l.S 

It I ----uDRIf 
.1 q I. 

I : 
r- - - o, 63 IJDRI1 

b) 

dU/dt-m V/jJs 

--------------------L,~-----4~~~~t 

IBIł - 83/3375 - 23/01-1-41 

Rys. 1-4. Oscylogram czasu wyłączania tą tyrystorów 

BTP 129 

al oscylogram prądu tyrystora, bl oscylogram napięcia 

tyrystora 

10 

tca~=25°C 

ti fI j, OJ 

7 ~~~/ 
'j 

J 7 
/ / 

I / 
o 

1,0 1,5 2,0 2,5 ~o 3,5 U,(Vj 

l8N -83/33T~ -mai-H I 

/ 

Rys. l-S. Typowa i graniczna wartość napięcia chwilowego 
tyrystora w zależności od chwilowej wartości prądu 
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lF 
lA ) 

~ !b 

'" ~ 
~ ~I Q:l Q:l 

I ~r-I! 

~f 
--

L~ ~;? tCQ$e-l5°C 
'" t-g &. 1--

~rCI/ -t--
~~~ -

8 

5 

) / --- f- -- f--

/ I j 
2 

I" 
, 

o 
1,0 1,5 ~O 2,5 3,0 3,5 UF (V) 

I6N -83f3315 -23/01-HI 

Rys. 1-6 . Typowa i graniczna wartość napięc ia c hwilo
wego d iody w zależności od c hwilowej wartości prądu 

f--
:tJ 

40 

30 

lO 
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O 
1 

-
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-

-
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'12>~ 
<> 

~~ 
---

-

4 6 810 20 

tj -85°[ 

I-

-
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IBN - 83/3m - Z3l 01-1- si 

Rys. 1-8. Maksymalna dopuszc zalna wartość szczytowego 
prądu przewodzenia diody w funkcji Hości udarów prądo

wych 
n-liczba cykli prądu szczytowego diody 

v 
1,8 -- ~ 

1/ -

/ 
L 11X15e -25 0 

[ 

1,2 
,/ 

/ 

/,O / 
I 

l 
lOZ5 40 60 100 120 140 lj(OC} 

lBIi - 8373375 2l/01-r-«! 

Rys. 1-10. Znormalizowana zależność czasu wyłączania 

tyrystorów BTP 128 i BTP 129 w funkcji temperatury złą
cza w nominalnych warunkach 

(Al 
70 

60 

50 

40 

JO 

20 

10 

o 
1 l 46 6 810 

~~a ... =8j 
Obciatenie rezvslvwne 
Napiecie Wsteczne UI/łlt 
$redni pra.d przew()(Jle -
nia ITIAV max 

20 40 _ 60 tlJ100 200 400 n 

!!t:@3175 - 23/01- I -71 

Rys. 1-7. Maksymalna- dopuszczalna wartość_ szczytowego 
prądu przewodzenia tyrystora w funkCji ilości udarów prą

dowych 
n - liczba cykli prądu szczytowego tyrystora 

tq 
(ps ) 

10 
8 

6 

4 

2 

1 
-1 

-" --t-
",-

r--... 
r-

-2 -4 

T'" i'..... 

-6 -8 -10 

I 

tcase - 80 0
[ 

-- . 
'" ~ 

-20 

~ 
-40 -60 -(J)-100 

UR6 (V) 

laN - !l/3315 - 23101-1-9 I 

Rys. 1- 9 . Typowa wartość czasu wyłącz ania 
BTP 129 w zależnoś ci od wstecznego napięcia 

nominalnych war.mkach zasilania 

tyrys torów 
bramki w 

dujdt 
(V/p) 

800 

600 

tfOO 

200 

o 
20 

~ 
I ......... 

.... 
~ 

80 

..... r-.... 
!tqJttde og,owa-
nia 1/,...-600V 

100 120 - ° 140 lj( CJ 

leH -WlllH3lO1-Hll 

Rys. \-11. Typowa zależność krytycznej stromości napię

cia blokowania ( dla w szystkich typów) od temperatun
złącza 
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Nazwa parametru 

3 

prąd blokowania 

napięcie. przewodze
nia tyrystora 

napięcie przewodze,. 
nia diody 

prąd przełączający 

bramki 

napię,c ie przełączają

Ce bramki 

Tablica 1-2. Dane charakterystyczne 

Warunki pomiaru 

4 

o 
.t case = 25 C . 

85
0 

t case = C 

IT=30A,IG=0 ,2A 

ednost
ka 

5 

mA 

v 

v 

mA 

V 

9 

Wartości parametru 

BTP128-400 
BTP128-550 

min typ 

6 7 

0,5 

1 ,3~ 

15 

1,8 

BTP129-650 
BTP129-750 

max lnin typ max 

8 9 10 11 

0,3 0,3 

1,5 0,5 1 , 5 

3 1,75 3 

1,35 1,7 

45 15 40 

4 1,8 4 

+---t--~-+------:----+------------+--+---+-_. _.- ----t----t---t--I 

6 

7 

8 

krytyczna stromość 
narastania napięcia 
blokowania 

czas wyłączania 
określony w układzie 
pomiarowym - rys. ,2 

czas ustalania cha~' 

rakteryst'yki wstecz
nej diody 

UD K U
DRM 

UG . = -24 V mln • 

u . = -20v 
RGmm 

du / dt= 175V/p.s 

URGmin = -2,5 V 

du! dt= 400 V/ps 

IFM~ 10 A 
di

F 
. 

_ = -lONp.s, t p = 3 p.s 

1000 
! V / p.s .I---I~---II---,r---i---I---l 

175 

2 ,4 

Ils 

-

Ils - 0, 51 0,7 - ° , :> I 0,7 . 

d t -
I----+------+-----------------+----------------------~----~----+----~_.~--+--_.-+----+---~ 

I 9 
szczytowe napi~cie 
przewodzeni" (diody) 

v 8 13 

1---+----+-'--------..,.-+-----------I----~--+--.. -_I_-_+-___1I_-+_-_+ 
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